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3 februarie 1946, Bucuresti — 12 noiembrie 2012, Bucuresti

Profesor universitar doctor inginer, Universitatea Politehnica Bucuresti,
Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatjei.

Domenii de interes: microelectronica; modelarea dispozitivelor
electronice pe baza de semiconductori; stimularea circuitelor electronice integrate sau cu componente
discrete; masurari electrice ale dispozitivelor electronice si extragere de parametri.

Studii: Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, Universitatea Politehnica Bucuresti, Sectia de
Ingineri fizicieni (1963-1968); doctoratul in micro electronica cu teza Contributii la teoria si tehnologia
structurilor Schottky pe siliciu (1975); bursa TEMPRA, Franta, INP Grenoble.

Activitatea profesionala: asistent universitar (1968-1976); sef de lucrari (1976-1990); conferentiar
universitar (1990-1991); profesor universitar (1991-2012). Seful Catedrei de dispozitive, circuite si
aparate electronice la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si
Tehnologia Informatiei.

Activitatea stiintifica: dezvoltarea pe Platforma Baneasa a productiei si cercetarii de noi dispozitive
electronice si circuite integrate. Modelarea dispozitivelor electronice pe baza de semiconductori;
stimularea circuitelor electronice integrate sau cu componente discrete; masurari electrice ale
dispozitivelor electronice si extragere de parametri. Cele mai importante lucrari de cercetare sunt: o
noua dioda Schottky cu un gradient lateral al concentratiei de impuritati; conceperea si modelarea
circuitelor integrate MOS functionale cu poarta rezistiva; optimizarea tensiunii de strapungere a unei
jonctiuni PN cu poarta; modelul distribuit al tranzistorului MOS; tensiunea de strapungere a
condensatoarelor MOS; modelarea tranzistoarelor cu inductie statica; o noua metoda de masurare a
duratei de viata a purtatorilor de sarcind in exces; caracterizarea tranzistoarelor MOS realizate in
tehnologia SIMOX in vederea masurarii parametrilor de material; studiul fenomenelor de conductie
electrica neliniara; modele compacte ale tranzistoarelor bipolare si MOS submicronice, 0 noua categorie
de circuite bazate pe dioda cu poarta.

Publicatii: a publicat peste 100 de articole stiintifice in reviste de specialitate din strainatate (cotate ISI)
si este citat in extenso de carti fundamentale din strainatate, 14 carti, printre care Manualul inginerului
electronist, Dispozitive si circuite electronice, Modelarea componentelor microelectronice active $i
Conductie electrica neliniard in structuri semiconductoare (ultimele doua sunt publicate la Editura
Academiei Roméne).

Inventii: are noud brevete de inventji, printre care: Metall-Halbleiterdiode, RFG (1978); Condensator
variabil electronic, Roméania (1989); Tetroda cu inductie staticd, Romania (1991).

Premii: Premiul Academiei Roméne Tudor Tanasescu (1990); Best Paper Award USA (1993); Best
Paper Award IEEE-Roménia (1990,1998,2002).

Afilieri: membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania; membru corespondent
al Academiei Roméne (1994); membru al Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE);
membru in colegiul de redactie al Proceedings of Romanian Academy; presedinte al comitetului stiintific
al International Conference on Semiconductors.
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